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【57】申請專利範圍
1.　一種發光二極體封裝結構，包括：一基板，具有位於相反側的一第一板面與一第二板
面；一電極層，設置於所述基板的所述第一板面；一絕緣層，設置於所述基板的所述第

一板面，所述絕緣層和所述電極層為形狀互補，並且所述絕緣層和所述電極層共平面；

至少一發光單元，包含有：一發光二極體晶片，安裝於所述電極層與所述絕緣層上；一

螢光粉片，完整地覆蓋於所述發光二極體晶片的一頂面，所述螢光粉片包含遠離所述發

光二極體晶片的一出光面，並且所述出光面包含有一中心區及圍繞於所述中心區的一環

形區；及至少一導光群組，設置於所述螢光粉片的所述環形區上、並分佈於所述環形區

的至少 60%面積部位上，至少一所述導光群組包含多個導光微結構；一反射殼體，設置
於所述電極層與所述絕緣層上並且包覆於至少一所述發光單元的所述發光二極體晶片的

側緣及所述螢光粉片的側緣；以及一焊墊層，設置於所述基板的所述第二板面並且電性

連接於所述電極層及至少一所述發光單元的所述發光二極體晶片。

2.　如請求項 1所述的發光二極體封裝結構，其中，至少一所述發光單元包含多個所述導光
群組，並且多個所述導光群組彼此分離地設置於所述螢光粉片的所述環形區上。

3.　如請求項 1所述的發光二極體封裝結構，其中，至少一所述導光群組呈環形，並且多個
所述導光微結構分佈於所述螢光粉片的整個所述環形區上。

4.　如請求項 1所述的發光二極體封裝結構，其中，所述反射殼體的頂面大致切齊於所述螢
光粉片的所述出光面。

5.　如請求項 1所述的發光二極體封裝結構，其中，至少一所述發光單元的數量為多個，並
且每個所述發光單元包含多個所述導光群組；在每個所述發光單元中，多個所述導光群

組彼此分離地設置於所述螢光粉片的所述環形區上。
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6.　如請求項 1所述的發光二極體封裝結構，其中，所述發光單元的數量為多個；在每個所
述發光單元中，多個所述導光微結構排列成環形並且分佈於所述螢光粉片的整個所述環

形區上。

7.　如請求項 1所述的發光二極體封裝結構，其中，所述螢光粉片的寬度與厚度的比值大致
介於 5至 15。

8.　如請求項 1所述的發光二極體封裝結構，其中，所述螢光粉片的折射率大致介於 1.5至
1.85。

9.　如請求項 1所述的發光二極體封裝結構，其中，所述出光面的一寬度定義為WG，所述

環形區的一寬度定義為WMS，並且WG=XWMS，1<X 10。

10.   如請求項 1所述的發光二極體封裝結構，其中，任兩個相鄰所述導光微結構的距離定義
為 PMS，任一個所述導光微結構的高度定義為 HMS，並且 PMS=YHMS，1.5 Y 2.5。

11.   如請求項 1所述的發光二極體封裝結構，其中，所述出光面的一寬度定義為WG，所述

環形區的一寬度定義為WMS，任兩個相鄰所述導光微結構的距離定義為 PMS，

WG=XWMS=ZPMS，1<X 10，0<Z 1000。

12.   如請求項 1至 11中任一項所述的發光二極體封裝結構，其中，至少一所述導光群組的折
射率大致等於所述螢光粉片的折射率，至少一所述導光群組的折射率大致介於 1.5至
1.85。

13.   一種晶片級發光單元，包括：一發光二極體晶片；一螢光粉片，完整地覆蓋於所述發光
二極體晶片的一頂面，所述螢光粉片包含遠離所述發光二極體晶片的一出光面，並且所

述出光面包含有一中心區及圍繞於所述中心區的一環形區；以及至少一環狀導光群組，

設置於所述螢光粉片的所述環形區上、並分佈於所述環形區的至少 60%面積部位上，至
少一所述環狀導光群組包含多個導光微結構。

14.   如請求項 13所述的晶片級發光單元，其中，至少一所述環狀導光群組的折射率大致等於
所述螢光粉片的折射率，至少一所述環狀導光群組的折射率大致介於 1.5至 1.85，多個
所述導光微結構為大致相同的構造，並且每個所述導光微結構為半球狀或角錐狀。

圖式簡單說明

圖 1為本發明發光二極體封裝結構實施例一的立體示意圖。
圖 2為圖 1的分解示意圖。
圖 3為圖 1另一視角的分解示意圖。
圖 4為圖 2中的電極層的俯視示意圖。
圖 5為圖 1沿剖線 V-V的剖視示意圖。
圖 6A為圖 5中的 VIA部位的放大示意圖。
圖 6B為圖 5中的 VIB部位的放大示意圖。
圖 6C為圖 6B的變化態樣示意圖。
圖 7為本發明實施例一電極層的變化類型的俯視示意圖。
圖 8為本發明發光二極體封裝結構實施例二的示意圖。
圖 9為圖 8的分解示意圖。
圖 10為圖 8沿剖線 X-X的剖視示意圖。
圖 11為本發明發光二極體封裝結構實施例三的示意圖(一)。
圖 12為本發明發光二極體封裝結構實施例三的示意圖(二)。
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